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ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＬｉｑｕｉｄＣｒｙｓｔａｌｓａｎｄＤｉｓｐｌａｙｓ

Ｖｏｌ．２５，Ｎｏ．４

Ａｕｇ．，２０１０

犃狉狋犻犮犾犲犐犇：１００７２７８０（２０１０）０４０５２３０４

ＱｕａｓｉＴｗｏＤｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＳｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄＣｕｒｒｅｎｔ

ＭｏｄｅｌｆｏｒＰｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎＴｈｉｎＦｉｌｍＴｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ

ＷＵＷｅｉｊｉｎｇ
（犆狅犾犾犲犵犲狅犳犕犪狋犲狉犻犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犛狅狌狋犺犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犌狌犪狀犵狕犺狅狌　５１０６４１，犆犺犻狀犪，犈犿犪犻犾：狑狌狑犼＠狊犮狌狋．犲犱狌．犮狀）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｄｉｆｆｕｓｉｏｎａｎｄｔｈｅｒｍａｌｅｍｉｓｓｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｅｓ，ａｎａｎａｌｙｔｉｃａｌｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

ｃｕｒｒｅｎｔｍｏｄｅｌｆｏｒｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ（ｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓ）ｉｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄｂｙａｑｕａｓｉ

ｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｓｏｌｕｔｉｏｎ．Ａｎａｎａｌｙｔｉｃａｌｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｓｗｉｎｇｉｓｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙｏｂ

ｔａｉｎｅｄｆｒｏｍｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｐｏｔｅｎｔｉａｌｅｑｕａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ，ｗｈｉｃｈ

ｔａｋｅｓｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｔｈｅｇｒａｉｎｓｉｚｅａｎｄｔｒａｐｓｔａｔｅｓ．Ｔｈｉｓｍｏｄｅｌｈａｓａｓｉｍｐｌｅｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｆｏｒｍａｎｄ

ｉｔｃａｎｒｅｄｕｃｅｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｌｏｎｇｃｈａｎｎｅｌＭＯＳＦＥＴｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｌａｒｇｅｇｒａｉｎｓｉｚｅ

ａｎｄｌｏｗｔｒａｐｓｔａｔｅｓ．Ｔｈｅｍｏｄｅｌｈａｓｂｅｅｎｖｅｒｉｆｉｅｄｂｙａｇｏｏｄａｇｒｅｅｍｅｎｔｂｅｔｗｅｅｎｓｉｍｕｌａｔｅｄｒｅ

ｓｕｌｔｓａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ；ｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄ；ｑｕａｓｉｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ

　　收稿日期：２０１００３１８；修订日期：２０１００４１５

　　基金项目：中央高校基本科研业务费专项资金资助（Ｎｏ．ｘ２ｃｌＤ２１０４７９０）

作者简介：吴为敬（１９７９－），男，福建福州人，工学博士，讲师，主要从事低温多晶硅薄膜晶体管特性及ＴＦＴ阵列的研究。

多晶硅薄膜晶体管亚阈值区准二维模型

吴为敬
（华南理工大学 材料科学与工程学院，广东 广州　５１０６４１，Ｅｍａｉｌ：ｗｕｗｊ＠ｓｃｕｔ．ｅｄｕ．ｃｎ）

摘　要：从准二维泊松方程出发，结合多晶硅扩散和热发射载流子输运理论，建立了多晶硅薄膜晶体管亚阈

值电流模型。由表面势方程及亚阈值电流方程求得包含陷阱态和晶粒尺寸的亚阈值斜率解析表达式。模型

具有简明的表达式，并且在大晶粒和低陷阱态情形下可简化为传统长沟道 ＭＯＳＦＥＴ亚阈值区模型。仿真结

果与试验数据符合得很好，验证了模型的正确性。

关　键　词：多晶硅薄膜晶体管；亚阈值；准二维

中国分类号：ＴＮ３２１＋．５　　　文献标识码：Ａ

１　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ

Ｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍ ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ （ｐｏｌｙＳｉ

ＴＦＴｓ）ｃａｎｂｅｕｓｅｄｎｏｔｏｎｌｙａｓｐｉｘｅｌｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ

ｉｎｔｈｅａｃｔｉｖｅｍａｔｒｉｘｌｉｑｕｉｄｃｒｙｓｔａｌｄｉｓｐｌａｙ（ＡＭＬ

ＣＤ）ｏｒａｃｔｉｖｅｍａｔｒｉｘｏｒｇａｎｉｃｌｉｇｈｔｅｍｉｔｔｉｎｇｄｉｏｄｅ

ｄｉｓｐｌａｙ（ＡＭＯＬＥＤ）ｂｕｔａｌｓｏｆｏｒｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ

ｏｆｔｈｅｄｒｉｖｉｎｇｃｉｒｃｕｉｔｒｙｏｎｔｈｅｓａｍｅｓｕｂｓｔｒａｔｅ．Ｉｔ

ｉｓｅｓｓｅｎｔｉａｌｔｏｄｅｖｅｌｏｐａｃｏｍｐａｃｔｍｏｄｅｌｏｆｐｏｌｙＳｉ

ＴＦＴｓｆｏｒｃｉｒｃｕｉｔｄｅｓｉｇｎａｎｄｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓｄｕｅｔｏ

ｉｔｓｇｒｏｗｉｎｇｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｉｎｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔｓ
［１］．

Ｔｈｅｒｅａｒｅｏｎｌｙａｆｅｗｑｕａｓｉ２Ｄ ｍｏｄｅｌｓｆｏｒｔｈｅ

ａｂｏｖｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓ
［２３］．

Ｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｗｏｒｋ，ａｑｕａｓｉｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
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ａｎａｌｙｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｆｏｒｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｈａｒａｃｔｅ

ｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓｉｓｐｒｏｐｏｓｅｄ．

２　ＳｕｂｔｈｒｅｈｏｌｄＭｏｄｅｌ

ＡｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．１，ｉｔｉｓａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｔｈｅ

ｉｎｄｕｃｅｄｅｌｅｃｔｒｏｎｓｂｙａｐｏｓｉｔｉｖｅｇａｔｅｂｉａｓａｒｅｆｕｌｌｙ

ｔｒａｐｐｅｄｉｎｔｏｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙｗｈｅｎｐｏｌｙＳｉ

ＴＦＴｓｗｏｒｋａｔｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｒｅｇｉｏｎ．Ｔｈｕｓ，

ｔｈｅｌａｔｅｒａｌｄｅｐｌｅｔｉｏｎ ｗｉｄｔｈａｒｏｕｎｄｔｈｅｇｒａｉｎ

ｂｏｕｎｄａｒｙｉｓｅｑｕａｌｔｏｔｈｅｈａｌｆｏｆｔｈｅｇｒａｉｎｓｉｚｅ

（犔ｇ／２）．Ｂａｓｅｄｏｎａｑｕａｓｉ２Ｄｓｏｌｕｔｉｏｎ，ｔｈｅｓｕｒ

ｆａｃｅｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｐｏｔｅｎｔｉａｌａｌｏｎｇｔｈｅｃｈａｎｎｅｌｃａｎ

ｂｅｅｘｐｒｅｓｓｅｄ
［４］：

ψ（０，狔）＝犞
０
－（犞

０
－ψｓｓ）ｃｏｓｈ（犓狔） （１）

ｗｉｔｈ 犞０ ＝犞ｇｆ－γ ψ槡ｓｓ

Ｔｈｅｍｅａｎｉｎｇｓａｎｄｔｈｅｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅｓｙｍ

ｂｏｌｓｃａｎｂｅｓｅｅｎｆｒｏｍＲｅｆ．［４］．
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Ｆｉｇ．１　ＣｒｏｓｓｓｅｃｔｉｏｎｏｆａｎｃｈａｎｎｅｌｐｏｌｙＳｉＴＦＴａｔｔｈｅ

ｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｒｅｇｉｏｎ

Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｅｌｅｃｔｒｏｓｔａｔｉｃｐｏｔｅｎ

ｔｉａｌａｔｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙｃａｎｂｅｅｘｐｒｅｓｓｅｄａｓ

ψｇｂ０ ＝ψ（０，犔ｇ／２）＝

犞０－（犞
０
－ψｓｓ）ｃｏｓｈ（犓犔ｇ／２） （２）

ＡｐｐｌｙｉｎｇＧａｕｓｓｓｔｈｅｏｒｅｍｔｏｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙ，

ｔｈｅｔｏｔａｌｃｈａｒｇｅｓｔｒａｐｐｅｄａｔｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙ

ｃａｎｂｅｅｘｐｒｅｓｓｅｄａｓ：

犙ｉｔ＝２εｓｉ∫
犡
ｄ

０
犈（狓，犔ｇ／２）ｄ狓＝

犆０犡ｄ（犞
０
－ψｓｓ）ｓｉｎｈ（犓犔ｇ／２） （３）

　　ｗｉｔｈ　犆０＝
２εｓｉ犓

３
（Ｆ·ｃｍ－２）

ＡｓｓｅｅｎｆｒｏｍＦｉｇ．２ａｎｄｓｉｍｉｌａｒｔｏＲｅｆ．［４］：

犙ｉｔ≈犙ＡＤ ＝犆１犡ｄ（ψｇｂ０－犞ｉ） （４）

ｗｉｔｈ　犆１＝犖
Ｄ
Ａ狇
２／３（Ｆ·ｃｍ－２）

Ｆｒｏｍｅｑｕａｔｉｏｎｓ（２），（３）ａｎｄ（４），ｍａｋｉｎｇ
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Ｆｉｇ．２　Ｅｎｅｒｇｙｂａｎｄｄｉａｇｒａｍａｔｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙ

ｓｏｍｅａｌｇｅｂｒａｉｃｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ，ｙｉｅｌｄｓ：

ψｓｓ＋犳ａγ ψ槡ｓｓ－犳ａ犞ｇｆ－（１－犳ａ）犞ｉ＝０　（５）

ｗｉｔｈ　犳犪＝１－犆１／犆２

犆２ ＝犆０ｓｉｎｈ（犓犔ｇ／２）＋犆１ｃｏｓｈ（犓犔犵／２）

Ｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆ（５）ｃａｎｂｅｅａｓｉｌｙｏｂｔａｉｎｅｄ：

ψｓｓ＝
－犳ａγ＋ （犳ａγ）

２
＋４犳ａ犞ｇｆ＋４（１－犳ａ）犞槡 ｉ［ ］２

２

（６）

Ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｌａｒｇｅｇｒａｉｎｓｉｚｅａｎｄｌｏｗｔｒａｐ

ｓｔａｔｅｓ，Ｅｑ．（６）ｗｉｌｌｒｅｄｕｃｅｔｏｔｈａｔｏｆｌｏｎｇＭＯＳ

ＦＥＴ
［５］：

ψｓｓ≈ψｓｓＭ ＝
－γ＋ γ

２
＋４犞ｇ槡 ｆ［ ］２

２

（７）

ＵｓｉｎｇＴａｙｌｏｒｅｘｐａｎｓｉｏｎｗｉｔｈｆｉｒｓｔｏｒｄｅｒａｐｐｒｏｘｉ

ｍａｔｉｏｎ，ｗｅｈａｖｅ

ψｓｓ≈ψｓｓ０＋δ犞犻 （８）

ｗｉｔｈ

ψｓｓ０ ＝
－犳ａγ＋ （犳ａγ）

２
＋４犳ａ犞ｇ槡 ｆ［ ］２

２

δ＝ （１－犳ａ）１－
犳ａγ

（犳ａγ）
２
＋４犳ａ犞ｇ槡（ ）ｆ

　　Ｔｈｅｇｒａｉｎｂａｒｒｉｅｒｈｅｉｇｈｔｉｎｔｈｅｃｈａｎｎｅｌｃａｎ

ｂｅｗｒｉｔｔｅｎａｓ：

ψｂ（狔）＝ψｓｓ－ψｇｂ０ ＝犳ｂ（ψｓｓ－犞ｉ） （９）

ｗｉｔｈ 犳ｂ＝
犆１［ｃｏｓｈ（犓犔ｇ／２）－１］

犆２－犆１

　　Ｔｈｅｒｅｗｉｌｌｂｅｎｏｃｈａｒｇｅｓｔｒａｐｐｅｄａｔｔｈｅ

ｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙａｎｄｔｈｅｇｒａｉｎｂｏｕｎｄａｒｙｂａｒｒｉｅｒ

ｄｉｓａｐｐｅａｒｓｗｈｅｎ犞ｉｉｓｎｏｔｌｅｓｓｔｈａｎψｇｂ０ａｓｓｅｅｎ

ｆｒｏｍＥｑ．（４）．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｗｅｈａｖｅ

ψｓｓ＝ψｓｓ０＋δ犞ｉ 犞ｉ＜ψｓｓＭ

ψｓｓ＝ψｇｂ０ ＝ψｓｓＭ 犞ｉ≥ψ
烅
烄

烆 ｓｓＭ

（１０）

Ａｎｄｔｈｅｎｔｈｅｇｒａｉｎｂａｒｒｉｅｒｈｅｉｇｈｔａｌｏｎｇｔｈｅ

ｃｈａｎｎｅｌｃａｎｂｅｗｒｉｔｔｅｎａｓ：



ＷＵ Ｗｅｉｊｉｎｇ：ＱｕａｓｉＴｗｏＤｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＳｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄＣｕｒｒｅｎｔ

第４期 ＭｏｄｅｌｆｏｒＰｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎＴｈｉｎＦｉｌｍＴｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ ５２５　　

ψｂ（狔）＝
犳ｂ（ψｓｓ０＋δ犞犻－犞犻） 犞犻＜ψｓｓＭ

０ 犞犻≥ψ
烅
烄

烆 ｓｓＭ

（１１）

Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｅｓｏｆｄｉｆｆｕｓｉｏｎａｎｄｔｈｅｒｍａｌ

ｅｍｉｓｓｉｏｎ，ｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｏｆｐｏｌｙＳｉ

ＴＦＴｓｃａｎｂｅｅｘｐｒｅｓｓｅｄａｓ：

犐ｓｕｂ＝犠犞ｔ狌０ｅｘｐ －ψ
ｂ（狔）

犞［ ］ｔ

ｄ犙犻（狔）

ｄ狔
（１２）

犙ｉ（狔）ｉｓｔｈｅｆｒｅｅｃｈａｒｇｅｄｅｎｓｉｔｙａｌｏｎｇｔｈｅｃｈａｎ

ｎｅｌ
［５］：

犙ｉ（狔）＝－
γ犆ｏｘ

２ ψ槡ｓｓ

犞ｔｅｘｐψ
ｓｓ－２φｆ－犞ｉ
犞（ ）ｔ

（１３）

ＦｒｏｍＥｑ．（１１）ａｎｄ（１３），ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇＥｑ．（１２）

ｆｒｏｍ０ｔｏ犔，ｗｈｅｒｅ犔ｉｓｔｈｅｃｈａｎｎｅｌｌｅｎｇｔｈ，ｗｅ

ｈａｖｅ：

犐ｓｕｂ＝
犠狌０γ犆ｏｘ

２犔 ψ槡ｓｓ０

犞２狋
１－犳ｂ

ｅｘｐ
（１－犳ｂ）ψｓｓ０－２φｆ

犞［ ］ｔ
×

１－ｅｘｐ －
犳ｃ犞ｄｓ
犞（ ）［ ］ｔ

（１４）

　　Ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｍｏｄｅｌｏｆ

ｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｌｏｎｇｃｈａｎｎｅｌＭＯＳＦＥＴ
［５］：

犐ｓｕｂ＝
犠狌γ犆ｏｘ

２犔 ψ槡ｓｓＭ

犞２ｔｅｘｐψ
ｓｓＭ－２φｆ
犞［ ］ｔ

×

１－ｅｘｐ －
犞ｄｓ
犞（ ）［ ］ｔ

（１５）

　　ＴｈｅｗｈｏｌｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｏｆｐｏｌｙＳｉ

ＴＦＴｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｅｋｉｎｋｅｆｆｅｃｔｃａｎｂｅｅｘｐｒｅｓｓｅｄ

ａｓ
［６，７］：

犐ｓｕｂ＿ａｌｌ＝犐ｓｕｂ＋Δ犐ｋｉｎｋ＝ （１＋犓犿）犐ｓｕｂ （１６）

ｗｈｅｒｅ犓犿＝
犔ｋｉｎｋ（ ）犔

犿犻犞ｄｓ
犃ｉ
ｅｘｐ －

犅ｉ
犞（ ）ｄｓ ｉｓｔｈｅｍｕｌ

ｔｉｐｌｉｃａｔｉｏｎｆａｃｔｏｒｏｆｔｈｅｋｉｎｋｅｆｆｅｃｔ，ａｎｄ犔ｋｉｎｋ，

犿ｉ，犃ｉａｎｄ犅ｉａｒｅｔｈｅｆｉｔｔｉｎｇｐａｒａｍｅｔｅｒｓ．

Ｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｓｗｉｎｇ犛ｉｓｇｉｖｅｎｂｙ：

犛＝２．３
ｄ犞ｇｓ／ｄψｓｓ

ｄ（ｌｎ犐ｓｕｂ＿ａｌｌ）／ｄψｓｓ
（１７）

ＦｒｏｍＥｑ．（５）ａｎｄ（１４），ｗｅｈａｖｅ：

犛≈２．３犞ｔ

１

犳ａ
＋
犆ｄ
犆ｏｘ

１－犳ｂ－
２犞ｔ

γ
２

犆ｄ
犆（ ）ｏｘ

２
（１８）

ＣｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｓｗｉｎｇｏｆＭＯＳ

ＦＥＴ
［５］：

犛≈２．３犞ｔ

１＋
犆ｄ
犆ｏｘ

１－
２犞ｔ

γ
２

犆ｄ
犆（ ）ｏｘ

２
（１９）

　　Ｉｔｉｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｓｗｉｎｇｏｆ

ｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓｉｓｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆｔｈｅｃｒｙｓｔａｌ

ｌｉｎｅＭＯＳＦＥＴｓｉｎｃｅ犳ａａｎｄ犳ｂａｒｅｂｏｔｈｓｍａｌｌｅｒ

ｔｈａｎ１．

３　ＲｅｓｕｌｔｓａｎｄＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎ

Ｆｉｇ．３ｓｈｏｗｓｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｃｈａｒａｃｔｅ

ｒｉｓｔｉｃｓｏｆｎｃｈａｎｎｅｌｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓａｔ犞ｄｓ＝０．１，５．１，

１０．１Ｖｆｏｒ犠／犔＝５０μｍ／５０μｍａｎｄ犠／犔＝５０μｍ／

６μｍ
［８］．Ｉｔｉｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｏｆ

ｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓｉｎｃｒｅａｓｅｓｗｉｔｈｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ犞ｄｓｄｕｅｔｏｔｈｅ

ｋｉｎｋｅｆｆｅｃｔｏｃｃｕｒｒｉｎｇｎｅａｒｔｏｔｈｅｄｒａｉｎｒｅｇｉｏｎ．Ａｎｄ

ｔｈｅｋｉｎｋｅｆｆｅｃｔｂｅｃｏｍｅｓｍｏｒｅｐｒｏｎｏｕｎｃｅｄｆｏｒｓｈｏｒｔ

ｃｈａｎｎｅｌｄｅｖｉｃｅｓ．ＡｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．３，ａｇｏｏｄａｇｒｅｅ

ｍｅｎｔｂｅｔｗｅｅｎｓｉｍｕｌａｔｅｄｒｅｓｕｌｔｓａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａ

ｉｓｏｂｔａｉｎｅｄｗｉｔｈｔｈｅｍｏｄｅｌｐａｒａｍｅｔｅｒｓｉｎｄｉｃａｔｅｄｉｎ

Ｔａｂｌｅ１．Ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｅｄｔｈａｔａｓａｍｅｓｅｔｏｆ

ｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｒｅｕｓｅｄｔｏｆｉｔｔｈｅｄａｔａｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔ犔

ｉｎｏｕｒｍｏｄｅｌ．
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Ｆｉｇ．３　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａ（ｓｙｍｂｏｌｓ）
［８］ａｎｄｓｉｍｕｌａｔｅｄｒｅ

ｓｕｌｔｓ（ｓｏｌｉｄｌｉｎｅｓ）．（ａ）犠／犔＝５０μｍ／５０μｍ；（ｂ）

犠／犔＝５０μｍ／６μｍ．



５２６　　 液　　晶　　与　　显　　示 第２５卷

犜犪犫犾犲１　犞犪犾狌犲狊狅犳犿狅犱犲犾狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊

Ｐａｒａｍｅｔｅｒ Ｖａｌｕｅ Ｐａｒａｍｅｔｅｒ Ｖａｌｕｅ

犠 ５０×１０－４ｃｍ 犔ｇ ０．２×１０－４ｃｍ

犔 ５０×１０－４，６×１０－４ｃｍ 犞ｆｂ －０．１５Ｖ

狋Ｓｉ １００×１０－７ｃｍ μ０ ６０ｃｍ２／（Ｖ·ｓ）

狋ｏｘ １００×１０－７ｃｍ 犔ｋｉｎｋ ３０×１０－４ｃｍ

犜 ２９８Ｋ 犿ｉ １．２

狀ｉ １．２３×１０１０ｃｍ－３ 犃ｉ １Ｖ

犖犇犃 １．２７×１０１０ｃｍ－２·ｅＶ－１ 犅ｉ １４Ｖ

犖ａ １．５×１０１１ｃｍ－３

４　Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ

Ｂａｓｅｄｏｎａｑｕａｓｉ２ＤＰｏｉｓｓｏｎｓｅｑｕａｔｉｏｎ，ａｎ

ａｎａｌｙｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｏｆｓｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｃｕｒｒｅｎｔｏｆｐｏｌｙ

ＳｉＴＦＴｓｉｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄ．Ｔｈｉｓｍｏｄｅｌｈａｓａｓｉｍｐｌｅ

ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｆｏｒｍａｎｄｉｔｃａｎｒｅｄｕｃｅｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅ

ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｌｏｎｇｃｈａｎｎｅｌＭＯＳＦＥＴｉｎｔｈｅｃａｓｅ

ｏｆｌａｒｇｅｇｒａｉｎｓｉｚｅａｎｄｌｏｗｔｒａｐｓｔａｔｅｓ．Ｔｈｅｒｅｉｓａ

ｇｏｏｄａｇｒｅｅｍｅｎｔｂｅｔｗｅｅｎｓｉｍｕｌａｔｅｄｒｅｓｕｌｔｓａｎｄ

ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａｔｏｖｅｒｉｆｙｔｈｉｓｍｏｄｅｌ．

犚犲犳犲狉犲狀犮犲狊：

［１］ＷｕＷＪ，ＹａｏＲＨ．ＡｓｉｍｐｌｅｍｏｄｅｌｏｆＤＩＧＢＬｅｆｆｅｃｔｆｏｒｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｆｉｌｍｓａｎｄｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ［Ｊ］．

犐犈犈犈犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊犔犲狋狋犲狉狊，２００８，２９（１０）：１１２８１１３１．

［２］ＬｉｎＰＳ，ＧｕｏＪＹ，ＷｕＣＹ．Ａｑｕａｓｉｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌａｎａｌｙｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｆｏｒｔｈｅｔｕｒｎｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎ

ｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊．犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，１９９０，３７（３）：６６６６７４．

［３］ＷｏｎｇＭ，ＣｈｏｗＴ，ＷｏｎｇＣＣ，犲狋犪犾．Ａｑｕａｓｉｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎｍｏｄｅｌｆｏｒｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍ

ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｂａｓｅｄｏｎｄｉｓｃｒｅｔｅｇｒａｉｎｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊．犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，２００８，５５（８）：２１４８２１５５．

［４］ＷｕＷＪ，ＹａｏＲＨ，ＺｈｅｎｇＸ．Ａｎｅｗａｎａｌｙｔｉｃａｌｔｈｒｅｓｈｏｌｄｖｏｌｔａｇｅｍｏｄｅｌｆｏｒｔｈｅｄｏｐｅｄｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎ

ｓｉｓｔｏｒｓ［Ｊ］．犛狅犾犻犱犛狋犪狋犲犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊，２００９，５３：６０７６１２．

［５］ＢｒｅｗｓＪＲ．ＳｕｂｔｈｒｅｓｈｏｌｄｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｕｎｉｆｏｒｍｌｙａｎｄｎｏｎｕｎｉｆｏｒｍｌｙｄｏｐｅｄｌｏｎｇｃｈａｎｎｅｌＭＯＳＦＥＴ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊．

犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，１９７９，ＥＤ２６（９）：１２８２１２９１．

［６］ＩｎｉｇｕｅｚＢ，ＦｊｅｌｄｌｙＴＡ．ＵｎｉｆｉｅｄｓｕｂｓｔｒａｔｅｃｕｒｒｅｎｔｍｏｄｅｌｆｏｒＭＯＳＦＥＴｓ［Ｊ］．犛狅犾犻犱犛狋犪狋犲犈犾犲犮狋狉狅狀，１９９７，４６（１）：８７

９４．

［７］ＩｎｉｇｕｅｚＢ，ＸｕＺ，ＦｊｅｌｄｌｙＴＡ，犲狋犪犾．ＵｎｉｆｉｅｄｍｏｄｅｌｆｏｒｓｈｏｒｔｃｈａｎｎｅｌｐｏｌｙＳｉＴＦＴｓ［Ｊ］．犛狅犾犻犱犛狋犪狋犲犈犾犲犮狋狉狅狀，１９９９，

４３：１８２１１８３１．

［８］ＪａｃｕｎｓｋｉＭＤ，ＳｈｕｒＭＳ，ＯｓｗｕｓｕＡＡ，犲狋犪犾．ＡｓｈｏｒｔｃｈａｎｎｅｌＤＣＳＰＩＣＥｍｏｄｅｌｆｏｒｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｔｈｉｎｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ

ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｅｆｆｅｃｔｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊．犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，１９９９，４６（６）：１１４６１１５８．


